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【57】申請專利範圍
1.　一種缺陷檢測方法，包括：對由晶圓檢查工具掃描的參考晶圓的連續的晶粒的多個掃描
影像應用排序濾波器，以獲得多個參考晶粒影像；收集由所述晶圓檢查工具掃描的目標

晶圓的目標晶粒的多個目標晶粒影像；將所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影

像進行比較，以根據所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像中的對應像素的像

素值的差異來檢測多個缺陷；以及從所檢測到的所述缺陷中排除多個共有缺陷，以檢測

印刷在所述目標晶圓上的至少一個光罩缺陷，其中所述共有缺陷是通過所述晶圓檢查工

具對所述目標晶圓執行晶圓檢查而獲得。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的缺陷檢測方法，其中該晶圓檢查工具的每一次掃描中的所
述連續的晶粒的所述多個掃描影像被堆疊成三維像素陣列，且對每一堆疊的所述像素應

用所述排序濾波器以獲得參考像素值，其中所述三維像素陣列的所述堆疊的所述參考像

素值形成所述多個參考晶粒影像的其中之一。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的缺陷檢測方法，其中將所述多個目標晶粒影像與所述多個
參考晶粒影像進行比較包括：對所述多個目標晶粒影像執行直方圖均衡化，以將所述多

個目標晶粒影像的直方圖與所述多個參考晶粒影像的直方圖進行匹配。

4.　如申請專利範圍第 3項所述的缺陷檢測方法，其中將所述多個目標晶粒影像與所述多個
參考晶粒影像進行比較包括：對所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像執行影

像對齊，以將所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像對齊。

5.　如申請專利範圍第 4項所述的缺陷檢測方法，其中所述晶圓檢查工具用以對所述連續的
晶粒進行多次掃描來獲得所述多個掃描影像，其中對所述多個掃描影像應用所述排序濾

波器包括：對每一次掃描獲得的所述掃描影像應用所述排序濾波器，以獲得多組所述多

個參考晶粒影像，其中在每一次掃描中，所述晶圓檢查工具以子像素偏移量對所述連續

的晶粒進行掃描且各組所述多個參考晶粒影像對應於在所述多次掃描中的其中之一所掃

- 5225 -



描的所述多個掃描影像，且其中對所述多個目標晶粒影像及所述多個參考晶粒影像執行

所述影像對齊以將所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像對齊包括：根據所述

多個目標晶粒影像及各組所述多個參考晶粒影像來計算對齊誤差；以及選擇與所述對齊

誤差中的最小對齊誤差對應的一組所述多個參考晶粒影像來檢測所述缺陷。

6.　如申請專利範圍第 1項所述的缺陷檢測方法，其中將所述多個目標晶粒影像與所述多個
參考晶粒影像進行比較以根據所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像中的對應

像素的像素值的差異來檢測所述缺陷包括：計算所述多個目標晶粒影像與所述多個參考

晶粒影像中的一對的差異影像；計算所述差異影像的像素值的統計分佈；以及判定與所

述統計分佈中的離群值對應的像素為所述缺陷。

7.　如申請專利範圍第 1項所述的缺陷檢測方法，其中所述連續的晶粒的數目大於或等於 3。
8.　如申請專利範圍第 1項所述的缺陷檢測方法，其中所述參考晶圓的所述連續的晶粒的所
述多個掃描影像及所述目標晶圓的所述目標晶粒的所述多個目標晶粒影像是由所述晶圓

檢查工具在相同的成像條件下掃描所得到。

9.　一種缺陷檢測系統，包括：連接裝置，用以連接晶圓檢查工具以接收由所述晶圓檢查工
具掃描的掃描影像；儲存媒體，用以儲存由所述連接裝置接收的所述掃描影像；處理

器，耦接於所述連接裝置及所述儲存媒體，並且用以執行指令來實行以下步驟：對由所

述晶圓檢查工具掃描的參考晶圓的連續的晶粒的所述掃描影像應用排序濾波器，以獲得

多個參考晶粒影像；收集由所述晶圓檢查工具掃描的目標晶圓的目標晶粒的多個目標晶

粒影像；將所述多個目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像進行比較，以根據所述多個

目標晶粒影像與所述多個參考晶粒影像中的對應像素的像素值的差異來檢測多個缺陷；

以及從所檢測到的所述缺陷中排除多個共有缺陷，以檢測印刷在所述目標晶圓上的至少

一個光罩缺陷，其中所述共有缺陷是通過所述晶圓檢查工具對所述目標晶圓執行晶圓檢

查而獲得。

10.   一種適用於缺陷檢測系統的缺陷檢測方法，包括：使用晶圓檢查工具對目標晶圓實行晶
圓檢查，以獲得多個第一缺陷；將由所述晶圓檢查工具掃描的所述目標晶圓的目標晶粒

的多個目標晶粒影像與一組參考晶粒影像進行比較，以獲得多個第二缺陷，其中所述參

考晶粒影像是對由所述晶圓檢查工具掃描的參考晶圓的連續的晶粒的多個掃描影像應用

排序濾波器而獲得；以及通過從所述多個第二缺陷排除所述多個第一缺陷來檢測印刷在

所述目標晶圓上的至少一個光罩缺陷。

圖式簡單說明

結合附圖閱讀以下詳細說明，會最佳地理解本揭露的各個態樣。應注意，根據本行業中

的標準慣例，各種特徵並非按比例繪製。事實上，為論述清晰起見，可任意增大或減小各種

特徵的尺寸。

圖 1示出根據本揭露實施例的缺陷檢測系統的示意性方塊圖。
圖 2示出根據本揭露實施例的由晶圓檢查工具掃描的掃描影像的示意圖。
圖 3示出根據本揭露實施例的建構參考晶粒影像的示意圖。
圖 4示出根據本揭露實施例的直方圖均衡化的示意圖。
圖 5示出根據本揭露實施例的檢測晶圓上的缺陷的示意圖。
圖 6示出根據本揭露實施例的檢測光罩缺陷的示意圖。
圖 7示出根據本揭露實施例的缺陷檢測系統的流程圖。
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